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Isdo TiO, va CdixZnO  yarimgoffaf  kegirici laya  malik
p-Si/n-Cd;.«Zn,S1.yTey nazik tobagali heterokecidlorin fotoelektrik xassoalorinin n-Cd;.
ZnSiyTey nazik toboagalorinin torkibindon (x vo y-in qiymstlorindon) vo arqon
miihitindo termik islonmo rejimindon asililigi da todqiq edilmisdir. Aparilan tocriibi
todgiqatlarda I vo IT formaya malik In coroyan kontaktli heterokecidlordon istifado
olunmugdur. Carayan kontaktlar1 BYII-5 tipli qurguda yiiksok vakuumda termik
buxarlanma yolu ils hazirlanmisdir.

Coroyan kontaktlarmin iimumi sahosi 0.43 sm?, isiglanan hissolorin sahosi iso
0.39 sm? olmusdur. Fotoelektrik dlgmoalori zamani isiq monboayi kimi, 0.93 sm? isiq
lokosindo parlaqlign 120 Mkd/m? (vo ya 96 mVt/sm?) olan ksenon lampasindan vo ya
hallogen lampasindan istifado edilmigdir. Ksenon lampasi spektrin ultrabonévsayi vo
goriinon oblastlarinda biitdv spektro, spektrin yaxin infraqirmizi oblastinda iso 800-850
nm dalga uzunlugu oblastinda giiclii siialanmaya malikdir. Todqigatlar zamani istifado
edilmis MDR-12U tipli monoxromatordan niimuns iizorino diison konar isiglanmalarin
qarsisint almagq {igiin iso xiisusi isiq filtrlorindon istifado olunmagqla yanasi, hom do
monoxromatorun ¢ixis diafragmasinin yarigi ¢ox dar ends gotiiriilmiisdiir.

Miioyyaonlosdirilmisdir ki, bilavasito ¢okdirilmadon sonra todqiq etdiyimiz
miixtalif torkibli n- Cdi«Zn,SiyTe, nazik tobagolori asasinda hazirlanmig heteroke-
¢idlorin har biri fotoaktiv (inteqral vo ya monoxromatik) isiqla isiglandirildigda
fotovoltaik effekt niimayis etdirir. Bu zaman onlarin bir heterofotogevirici kimi, f.i.o.-
min qiymoti Cdi<Zn,SiyTey nazik tobagalorinin torkibindon, eloca do arqon miihitinda
termik islonmonin temperaturundan vo miiddotindon koskin asilidir. Termik iglonmomis
heterokegidlorin fotoeffektivliyi ¢ox kigikdir. Miisyyon olunmusdur ki, tadqiq olunan
miixtalif torkibli heterokegidlorin hamist tiglin spektrin uzun dalgalar sorhodi Si-un
gadagan olunmus zolaginin (E,= 1.12 eV), qisa dalga uzunlugu oblastindaki
maksimumu ise- n-Cdi«Zn,S.yTey nazik tobagolorinin qadagan olunmus zolaginin eni
(Eg=1.44 3.6 eV) ilo toyin olunur.

Bu heterokecidlorin spektrin qisa dalgalar oblastinda zoif fotohassasliq niimayis
etdirmasi, bilavasito ¢okdiirmoadan sonra nazik tobagalarin sothina absorbsiya olunmusg
oksigen molekullarmin 6zlorini akseptor morkazlori kimi apararaq, nazik tobagslorin
hocmindon elektronlari rekombinasiya etmalori noticosindo toboagolorin  xiisusi
miigavimatlini yiiksoltmasi ilo izah edilo bilor.

Cdi«xZnySiyTey nazik toboagolorinin torkibindo tellurun miqdarinin artmasi ilo
onlarin fotohossaslig1 yiiksalir vo spektrin qisa dalgalar torafdon sorhodi daha da
koskinlagir. Bu fakt tellurlu birlogsmolorin oksigena qarsi daha dayaniqli oldugunu
tosdiqloyir vo onlarin praktiki totbiq imkanlarini artirir. Todqiq olunan strukturlarin
fotohassasliginin spektrin qisa dalgalar oblastinda isigin dalga uzunlugundan asili
olaraq siiratlo artimasi Cd«ZnxSi.yTey nazik tabagslerinds fotokegiriciliyin zonalararasi
diiz kecidlorlo bagli olmasi ilo izah oluna bilor. Onu da qeyd etmok lazimdir ki,
fotohassasliq spektrinin konturunun eni nazik tobaqolorin qalinligindan asili olaraq
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doyisir - on genis spektr 0.2 mkm qalinliqli nazik tobagolor asasindaki heterokegidlorda
miisahids edilir. Fotohassasligin spektrin orta hissasinds ossilyasiya xarakterli olmasi
todqiq edilon heterokecidlorin asagi temperaturlarda alinmasi ilo olagodar olaraq kegid
oblastinin tam formalasmadigini, yoni mikro- vo ya nano-heterokec¢id matrislorinin
miixtolif ciir fotohassasliq niimayis etdirmalori ilo izah edilo bilor. Kecid oblastinin tam
formalagmamasi heterofotoelementlorin zaif fotoelektrik parametrlor niimayis etdirmasi
ila naticalanir.

Bilavasito ¢okdiiriilmodon sonra p-Si/n-Cdi<ZnSi.yTey heterokecidlorinds qisa
gapanma carayani sixligimin (J4q), bosuna isloms gorginliyinin (Uag) vo gliciin (P) nazik
tobogolorin torkibindon asililiq qgrafiklori osasinda miioyyon edilmisdir ki, hotta gofos
parametrlorinin  yaxst  uzlasmasina  baxmayaraq, p-Si/n-Cdo25Zno75S0sTeox
heterokegidlari cox kicik qiymote malik fotoelektrik parametrlori niimayis etdirir: Jqq=
3,4 mA/sm?, Uyg = 131 mV, FF = 0,43, P = 445 mkVt/sm?, n = 0,2 %.

Arqon miihitinde termik iglonmadon sonra todqiq olunan heterokecidlorin
fotohossasliginin spektri qisa dalga uzunlugu oblastinda oshomiyyotli dorocado doyisir.
Bels ki, onun qisa dalgalar torafdon sorhod kaskinlasir, fotocerayanin ossilyasiyalari
zaifloyir va spektrin genig oblastinda (0,4 — 0,9 mkm) yiiksok fotohassasliq miisahido
olunur . Maksimal fotohossasliq arqon miihitinde 390°C-do 14 doqigo orzindo termik
islonmodon sonra tomin olunmusdur. Daha yiiksok temperaturlarda vo daha
uzunmiddatli termik islonmodon sonra tadqiq olunan heterokecidlorin fotohossaslig
koskin olaraq azalir ki, bu da nazik tobage komponentin sothindo bas veran elektron-
molekulyar proseslorlo izah edilir. Apardigimiz dlgmolor gostorir ki, optimal rejimdo
termik islonmadon sonra p-Si/n-Cdo2sZne7sSosTeo2 heterokegidlorinin fotoelektrik
parametrlori asagidaki giymotlors gatir: Uyg= 584 mV, Joq= 14.54 mA/sm?, FF = 0.6 va
n=06.7 %.
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